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(InGaO3)n(ZnO)m （通称 IGZO）は In-O 層と(Ga, Zn)-O 層が積層しているホモロガス構造

をもつ透明導電酸化物半導体として知られている。また、空間群に関しては m が奇数と偶

数で異なり、m が奇数のとき空間群は R3തm（三方晶系）、m が偶数のとき空間群は𝑃6ଷ/𝑚𝑚𝑐

（六方晶系）である。これまでに IGZO 単結晶の研究は、IGZO-11 単結晶に関しては 2014

年に Pt 管内で育成した微結晶の報告があるが[1]、固相反応法を用いて育成した㎛オーダー

の結晶でしかなかった。これは IGZO 系の単結晶の育成は結晶育成時に原料の Zn が揮発し

やすいことから、大型化が困難なためである。そこで、当研究室では、Zn 揮発対策として

原料の Zn 含有量を増やし、加圧条件下での Optical Floating Zone 法を用いることで IGZO-

1m (m = 奇数)である IGZO-11と IGZO-13の大型単結晶の育成に成功した[2,3]。本研究では、

これまで作成された IGZO-1m ( m = 奇数)単結晶と異なる空間群をもつ IGZO-1m (m = 偶数)

の大型単結晶育成とそのバルク物性を明らかにすることを目的とした。加圧条件下による

Optical Floating Zone 法によって不純物のない IGZO-12 大型単結晶の育成に成功した。さら

に、ab 面内方向と c 軸方向において電気抵抗測定を行い IGZO-12 単結晶の伝導異方性を調

べ、吸収スペクトルからバンドギャップを算出した。また、ホール効果測定による移動度を

調べことについて報告する。 

         
図 1  IGZO-12 の単結晶     図 2  IGZO-12 の粉末 XRD 測定（CuKα線） 
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